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기술명

대면적 단결정 단원자층 hBN의 제조 방법, 장치 및 
이를 이용한 단원자층 그래핀 성장을 위한 기판
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 기술개요

Ÿ 단결정 구리 기판을 이용하여 대면적 단결정 단원자층 백색 그래핀(hBN: hexagonal Boron Nitride)을 제조하는 
기술

Ÿ 활용처 : 반도체, 디스플레이, 대면적 제작, 전자 기기, 항공 우주 분야 등

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 2차원 물질들의 다결정 성장에 의한 특성 저하 문제

Ÿ hBN의 대면적 성장 여러움

Ÿ 대면적 성장 시 전기적/기계적 특성 저하

Ÿ 서브 모노 레이어(sub-monolayer) 단일층 hBN 
성장의 정밀 제어 불량

Ÿ 단원자층 hBN을 대면적 단결정으로 성장

Ÿ 자외선 영역의 발광 소자를 단원자층 또는 그래핀 
성장을 위한 기판으로 제조

Ÿ 고분자량승화 장치를 이용하여 서브 모노 레이어를 
제어

Ÿ 단원자층 성장에서 발생되는 불량 요소들을 제거 또는 
감소

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 단원자층 hBN을 대면적 단결정으로 성장하여 그래핀 
성장을 위한 기판을 단원자층으로 제조

Ÿ 고분자량승화 장치를 이용하여 서브 모노 레이어를 
제어함으로써, 단원자층 성장에서 발생되는 불량 
요소들을 제거 또는 감소시킴
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